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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T30652—2014《硅外延用三氯氢硅》,与GB/T30652—2014相比,除结构调整和

编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了适用范围(见第1章,2014年版的第1章);

b) 增加了术语和定义一章(见第3章);

c) 更改了部分技术指标要求(见4.1,2014年版的3.2);

d) 增加了部分项目的试验方法(见第5章,2014年版的第4章);

e) 更改了组批的规定(见6.2,2014年版的5.2);

f) 增加了检验项目(见6.3);

g) 更改了取样和制样的要求(见6.4,2014年版的5.3);

h) 更改了检验结果的判定(见6.5,2014年版5.4);

i) 更改了标志的要求(见7.1,2014年版的6.1);

j) 更改了标志、包装、运输、贮存等的要求(见第7章,2014年版的第6章)。
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硅外延用三氯氢硅

1 范围

本文件规定了硅外延用三氯氢硅(SiHCl3)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮
存、随行文件及订货单内容。

本文件适用于以三氯氢硅为原料精制提纯而制得的硅外延用三氯氢硅(以下简称产品)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB190 危险货物包装标志

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T1551 硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法

GB/T3723工业用化学产品采样安全通则

GB12463 危险货物运输包装通用技术条件

GB/T14264半导体材料术语

GB15258 化学品安全标签编写规定

GB/T16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GB/T24581 硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

GB/T26571特种气体储存期规范

GB/T28654 工业三氯氢硅

GB/T29056 硅外延用三氯氢硅化学分析方法 硼、铝、磷、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、钼、砷和锑量

的测定 电感耦合等离子体质谱法

GB/T29057 用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程

GB30000.19化学品分类和标签规范 第19部分:皮肤腐蚀/刺激

YS/T987 氯硅烷中碳含量的测定 气相色谱质谱联用法

YS/T1059 硅外延用三氯氢硅中总碳的测定 气相色谱法

YS/T1060 硅外延用三氯氢硅中其他氯硅烷含量的测定 气相色谱法

3 术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件。

4 技术要求

4.1 技术指标

产品的技术指标应符合表1的规定。
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